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(54) 액정 표시장치의 제조방법

요약

본 발명은 액정 표시장치의 제조방법에 관한 것으로, 간섭금속막이 박막 트랜지스터의 채널영역과 같이 액티브층의 

노출이 미세한 패턴에서는 오믹 접촉층의 식각을 방해하고, 게이트 패드부와 같이 액티브층의 노출이 넓은 패턴에서

는 정상적으로 식각이 이루어 질 수 있도록 함으로써, 박막 트랜지스터 영역에 형성된 액티브층의 식각과 박막 트랜

지스터 영역을 제외한 영역에 형성된 액티브층의 식각이 선택적으로 진행될 수 있도록 하여 고가의 회절 마스크를 사

용하지 않고, 4개의 마스크를 통해 액정 표시장치의 박막 트랜지스터 어레이 기판을 제작할 수 있게 된다.

대표도

도 6h

명세서

도면의 간단한 설명

도1은 액정 표시장치의 박막 트랜지스터 어레이 기판과 컬러필터 기판이 대향하여 접착된 단위 액정 패널의 개략적

인 평면구조를 보인 예시도.

도2는 도1에 있어서, 화상표시부의 단위 화소에 대한 박막 트랜지스터 어레이 기판의 평면 구조를 보인 예시도.
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도3a 내지 도3h는 5개의 마스크를 적용하여 도1에 도시된 게이트 패드부와 데이터 패드부, 그리고 도2에 도시된 박

막 트랜지스터와 스토리지 커패시터를 박막 트랜지스터 어레이 기판 상에 형성하기 위한 순차적인 단면구성을 보인 

예시도.

도4a 내지 도4j는 4개의 마스크를 적용하여 도1에 도시된 게이트 패드부와 데이터 패드부, 그리고 도2에 도시된 박막

트랜지스터와 스토리지 커패시터를 박막 트랜지스터 어레이 기판 상에 형성하기 위한 순차적인 단면구성을 보인 예

시도.

도5a 내지 도5h는 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 표시장치의 제조방법을 순차적인 단면으로 보인 예시도.

도6a 내지 도6h는 도5a 내지 도5h에 있어서, 박막 트랜지스터 어레이 기판 상에 박막 트랜지스터 영역 뿐만 아니라 

화소 영역, 커패시터 영역, 게이트 패드부 및 데이터 패드부가 형성되는 과정을 순차적인 단면으로

*** 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 ***

400:기판 402:데이터 배선

404:게이트 배선 408:소스 전극

410:게이트 전극 412:드레인 전극

414:화소전극 416:드레인 콘택홀

420:스토리지 전극 422:스토리지 콘택홀

423:게이트 패드 콘택홀 424:데이터 패드 콘택홀

425:게이트 패드전극 426:데이터 패드전극

430:게이트 절연막 432:반도체층

434:오믹 접촉층 436:액티브층

438:보호막 440:금속막

441:레지스트막 450:간섭금속막

461∼464:제1∼제4마스크

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정 표시장치의 제조방법에 관한 것으로, 특히 액정 표시장치(liquid crystal display : LCD)의 대향하는 

박막 트랜지스터 어레이 기판과 컬러필터 기판 중에 박막 트랜지스터 어레이 기판의 제작 비용을 절감할 수 있도록 

한 액정 표시장치의 제조방법에 관한 것이다.

일반적으로, 액정 표시장치는 매트릭스(matrix) 형태로 배열된 액정 셀들에 화상정보에 따른 데이터신호를 개별적으

로 공급하여, 그 액정 셀들의 광투과율을 조절함으로써, 원하는 화상을 표시할 수 있도록 한 표시장치이다.

따라서, 액정 표시장치는 화소 단위의 액정 셀들이 매트릭스 형태로 배열되는 액정 패널과; 상기 액정 셀들을 구동하

기 위한 드라이버 집적회로(integrated circuit : IC)가 구비된다.
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상기 액정 패널은 서로 대향하는 컬러필터(color filter) 기판 및 박막 트랜지스터 어레이 기판과, 그 컬러필터 기판 및

박막 트랜지스터 어레이 기판의 이격 간격에 충진된 액정층으로 구성된다.

그리고, 상기 액정 패널의 박막 트랜지스터 어레이 기판 상에는 데이터 드라이버 집적회로로부터 공급되는 데이터 신

호를 액정 셀들에 전송하기 위한 데이터 배선들과, 게이트 드라이버 집적회로로부터 공급되는 주사신호를 액정 셀들

에 전송하기 위한 게이트 배선들이 서로 직교하며, 이들 데이터 배선들과 게이트 배선들의 교차부마다 액정 셀들이 

정의된다. 또한, 상기 데이터 배선들과 게이트 배선들의 일단부에는 상기 데이터 드라이버 집적회로와 게이트 드라이

버 집적회로로부터 데이터 신호와 주사신호가 인가되는 데이터 패드와 게이트 패드가 구비된다.

상기 게이트 드라이버 집적회로는 게이트 배선들에 순차적으로 주사신호를 공급함으로써, 매트릭스 형태로 배열된 

액정 셀들이 1개 라인씩 순차적으로 선택되도록 하고, 그 선택된 1개 라인의 액정 셀들에는 데이터 드라이버 집적회

로로부터 데이터 신호가 공급된다.

한편, 상기 컬러필터 기판 및 박막 트랜지스터 어레이 기판의 대향하는 내측 면에는 공통전극과 화소전극이 형성되어

상기 액정층에 전계를 인가한다. 이때, 화소전극은 박막 트랜지스터 어레이 기판 상에 액정 셀 별로 형성되는 반면에 

공통전극은 컬러필터 기판의 전면에 일체화되어 형성된다. 따라서, 공통전극에 전압을 인가한 상태에서 화소전극에 

인가되는 전압을 제어함으로써, 액정 셀들의 광투과율을 개별적으로 조절할 수 있게 된다.

또한, 각각의 액정 셀에는 스위칭 소자로 사용되는 박막 트랜지스터가 형성된다. 상기 게이트 배선들을 통하여 박막 

트랜지스터의 게이트 전극에 주사신호가 공급된 액정 셀들에서는 그 박막 트랜지스터의 소스 전극과 드레인 전극 사

이에 도전채널이 형성되며, 이때 상기 데이터 배선들을 통해 박막 트랜지스터의 소스 전극에 공급된 데이터신호가 박

막 트랜지스터의 드레인 전극을 경유하여 화소전극에 공급됨에 따라 해당 액정 셀의 액정층에 전계가 인가된다.

상기 액정 패널을 구성하는 박막 트랜지스터 어레이 기판과 컬러필터 기판은 대형 유리 기판에 다수개의 단위 패널이

형성되며, 통상 4개 또는 6개를 동시에 형성한 다음 각각의 단위 패널로 절단하여 수율 향상을 도모하고 있다. 이와같

은 액정 표시장치의 제조 과정을 개략적으로 설명하면 다음과 같다.

먼저, 박막 트랜지스터 어레이 기판 상에 박막 트랜지스터, 화소전극 및 스토리지 커패시터가 구비된 단위 화소들을 

매트릭스 형태로 형성하고, 컬러필터 기판 상에 블랙 매트릭스, R,G,B 컬러필터 및 공통전극을 순차적으로 형성한다.

그 다음, 상기 박막 트랜지스터 어레이 기판과 컬러필터 기판 상에 각각 배향막을 형성한 다음 러빙(rubbing)을 실시

한다. 이때, 러빙은 천을 균일한 압력과 속도로 배향막 표면과 마찰시키는 과정으로, 러빙에 의해 배향막 표면의 고분

자 사슬들이 일정한 방향으로 정렬되어 액정의 초기 배향방향을 결정하게 된다.

그 다음, 상기 컬러필터 기판 상에 실 패턴(seal pattern)을 인쇄하고, 박막 트랜지스터 어레이 기판 상에 스페이서(sp

acer)를 산포한다. 이때, 실 패턴 인쇄와 스페이서 산포는 공정 여건에 따라 상기와 반대로 실시될 수 있으며, 또는 어

느 하나의 기판에 동시에 실시될 수 있다. 상기 실 패턴은 스페이서와 함께 액정을 주입하기 위한 갭을 마련하고, 주입

된 액정의 누설을 방지한다.

그 다음, 상기 박막 트랜지스터 어레이 기판과 컬러필터 기판을 합착한다.

그 다음, 상기 합착된 박막 트랜지스터 어레이 기판과 컬러필터 기판을 단위 패널로 절단한다. 이때, 단위 패널의 절

단은 유리에 비해 경도가 높은 다이아몬드 재질의 펜으로 기판 표면에 절단 예정선을 형성하는 스크라이브(scribe) 

공정과, 기계적 힘을 가해 절단하는 브레이크(break) 공정을 통해 실시된다.

그 다음, 상기 절단된 단위 패널에 액정을 주입하고, 그 주입구를 밀봉한다.

일반적으로, 초기 액정 표시장치의 제조과정에서는 다수개의 액정 패널에 액정을 주입한 다음 단위 패널로 절단하였

으나, 단위 패널의 크기가 증가함에 따라 단위 패널로 절단한 다음 액정을 주입하는 방식이 사용되고 있다.

상기한 바와같은 단위 액정 패널을 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다.

도1은 액정 표시장치의 박막 트랜지스터 어레이 기판과 컬러필터 기판이 대향하여 접착된 단위 액정 패널의 개략적

인 평면구조를 보인 예시도이다.

도1을 참조하면, 상기 액정패널(100)은 액정 셀들이 매트릭스 형태로 배열되는 화상표시부(113)와, 그 화상표시부(1

13)의 게이트 배선들과 접속되는 게이트 패드부(114) 및 데이터 배선들과 접속되는 데이터 패드부(115)를 포함한다.

이때, 게이트 패드부(114)와 데이터 패드부(115)는 컬러필터 기판(102)과 중첩되지 않는 박막 트랜지스터 어레이 기
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판(101)의 가장자리 영역에 형성되며, 게이트 패드부(114)는 게이트 드라이버 집적회로로부터 공급되는 주사신호를 

화상표시부(113)의 게이트 배선들에 공급하고, 데이터 패드부(115)는 데이터 드라이버 집적회로로부터 공급되는 화

상정보를 화상표시부(113)의 데이터 배선들에 공급한다.

여기서, 도면상에 상세히 도시하지는 않았지만, 화상표시부(113)의 박막 트랜지스터 어레이 기판(101)에는 화상정보

가 인가되는 데이터 배선들과 주사신호가 인가되는 게이트 배선들이 서로 수직교차하여 배치되고, 그 교차부에 액정 

셀들을 스위칭하기 위한 박막 트랜지스터와, 그 박막 트랜지스터에 접속되어 액정 셀을 구 동하는 화소전극과, 이와

같은 전극과 박막 트랜지스터를 보호하기 위해 전면에 형성된 보호막이 구비된다.

또한, 상기 화상표시부(113)의 컬러필터 기판(102)에는 블랙 매트릭스에 의해 셀 영역별로 분리되어 도포된 칼러필

터들과, 상기 박막 트랜지스터 어레이 기판(101)에 형성된 화소전극의 상대전극인 공통 투명전극이 구비된다.

상기한 바와같이 구성된 박막 트랜지스터 어레이 기판(101)과 컬러필터 기판(102)은 스페이서에 의해 이격되어 내부

에 셀-갭(cell-gap)이 마련되고, 그 셀-갭은 액정으로 채워지게 된다. 그리고, 박막 트랜지스터 어레이 기판(101)과 

컬러필터 기판(102)은 화상표시부(113)의 외곽부에 실링재가 도포된 실링부(116)에 의해 접착된다.

도2는 상기 도1에 있어서, 화상표시부(113)의 단위 화소에 대한 박막 트랜지스터 어레이 기판(101)의 평면 구조를 

보인 예시도이다.

도2를 참조하면, 게이트 배선(4)이 기판 상에 일정하게 이격되어 행으로 배열되고, 데이터 배선(2)이 일정하게 이격

되어 열로 배열된다. 따라서, 게이트 배선(4)과 데이터 배선(2)은 매트릭스 형태로 배열된다. 이때, 단위 액정 셀은 데

이터 배선(2)과 게이트 배선(4)의 교차부 마다 정의되며, 박막 트랜지스터(TFT)와 화소전극(14)을 구비한다.

상기 게이트 배선(4)의 소정의 위치에서 연장되어 박막 트랜지스터(TFT)의 게이트 전극(10)이 형성되고, 상기 데이

터 배선(2)으로부터 소스 전극(8)이 연장되어, 상기 게이트 전극(10)과 소정의 영역이 오버-랩(overlap)되어 있다.

그리고, 상기 게이트 전극(10)을 기준으로 소스 전극(8)과 대응하는 위치에 드레인 전극(12)이 형성되고, 그 드레인 

전극(12) 상에 형성된 드레인 콘택홀(16)을 통해 화소전극(14)이 드레인 전극(12)과 전기적으로 접촉된다.

상기 박막 트랜지스터(TFT)는 게이트 배선(4)을 통해 게이트 전극(10)에 공급되는 주사신호에 의해 소스 전극(8)과 

드레인 전극(12) 사이에 도전 채널을 형성하기 위한 반도체층(도면상에 도시되지 않음)을 구비한다.

상기 박막 트랜지스터(TFT)가 게이트 배선(4)으로부터 공급되는 주사 신호에 응답하여 소스 전극(8)과 드레인 전극(

12) 사이에 도전 채널을 형성함에 따라 데이터 배선(2)을 통해 소스 전극(8)으로 공급된 데이터 신호는 드레인 전극(

12)에 전송된다.

한편, 드레인 콘택홀(16)을 통해 드레인 전극(12)에 접속된 화소전극(14)은 광투과율이 높은 투명 ITO(indium tin ox

ide) 물질로 형성된다. 이때, 상기 화소전극(14)은 드레인 전극(12)으로부터 공급되는 데이터 신호에 의해 컬러필터 

기판에 형성되는 공통 투명전극(도면상에 도시되지 않음)과 함께 액정층에 전계를 발생시킨다.

상기한 바와같이 액정층에 전계가 인가되면, 액정은 유전 이방성에 의해 회전하여 백라이트로부터 발광되는 빛을 화

소전극(14)을 통해 컬러필터 기판 쪽으로 투과시키며, 그 투과되는 빛의 양은 데이터 신호의 전압값에 의해 조절된다.

그리고, 스토리지 콘택홀(22)을 통해 화소전극(14)에 접속된 스토리지 전극(20)은 게이트 배선(4) 상에 증착되어 스

토리지 커패시터(18)를 형성하며, 스 토리지 전극(20)과 게이트 배선(4) 사이에는 상기 박막 트랜지스터(TFT)의 형

성과정에서 증착되는 게이트 절연막(도면상에 도시되지 않음)이 삽입되어 있다.

상기한 바와같은 스토리지 커패시터(18)는 게이트 배선(4)에 주사신호가 인가되는 박막 트랜지스터의 턴-온(turn-o

n) 기간 동안 주사신호의 전압값이 충전된 후, 박막 트랜지스터의 턴-오프(turn-off) 기간 동안 그 충전된 전압을 상

기 화소전극(14)에 공급함으로써, 액정의 구동이 유지되도록 한다.

도3a 내지 도3h는 상기 도1에 도시된 게이트 패드부와 데이터 패드부, 그리고 도2에 도시된 박막 트랜지스터와 스토

리지 커패시터를 박막 트랜지스터 어레이 기판 상에 형성하기 위한 순차적인 단면구성을 보인 예시도로서, 이를 참조

하여 5개의 마스크가 적용되는 일반적인 액정 표시장치의 박막 트랜지스터 어레이 기판 형성방법을 상세히 설명하면

다음과 같다.

먼저, 도3a에 도시한 바와같이 박막 트랜지스터 영역, 화소 영역, 스토리지 커패시터 영역, 게이트 패드부 및 데이터 

패드부가 정의된 기판(200) 상에 금속물질(Mo, Al 또는 Cr 등)을 스퍼터링(sputtering) 증착하고, 제1마스크를 통해 
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패터닝하여 상기 스토리지 커패시터 영역 및 게이트 패드부의 기판(200) 상부에 게이트 배선(204)을 형성하고, 또한 

상기 박막 트랜지스터 영역의 기판(200) 상부에 게이트 전극(210)을 형성한다. 이때, 게이트 배선(204)과 게이트 전

극(210)은 도2의 평면 구성에 도시된 형태로 패터닝된다.

그리고, 도3b에 도시한 바와같이 상기 게이트 배선(204)과 게이트 전극(210)이 형성된 기판(200) 상의 전면에 SiNx 

등의 무기 절연막을 증착하여 게이트 절연 막(230)을 형성한다.

그리고, 도3c에 도시한 바와같이 상기 게이트 절연막(230) 상에 비정질 실리콘(amorphous silicon) 재질의 반도체층

(232)과, 인(P)이 고농도로 도핑된 비정질 실리콘 재질의 오믹 접촉층(Ohmic contact layer, 234)을 적층한 다음 제2

마스크를 통해 패터닝하여 상기 게이트 전극(210)을 덮어씌우는 액티브층(236)을 형성한다.

그리고, 도3d에 도시한 바와같이 상기 액티브층(236)이 형성된 게이트 절연막(230) 상의 전면에 금속물질을 증착한 

다음 제3마스크를 통해 패터닝하여 상기 액티브층(236)의 상부에서 대향하여 이격되는 소스 전극(208)과 드레인 전

극(212)을 형성하고, 상기 스토리지 커패시터 영역의 게이트 절연막(230)을 통해 게이트 배선(204)과 오버-랩되는 

스토리지 전극(220)을 형성하고, 상기 데이터 패드부의 게이트 절연막(230) 상부에 데이터 배선(202)을 형성한다. 이

때, 소스 전극(208)과 드레인 전극(212)은 상기 액티브층(236)으로부터 게이트 절연막(230)의 일부 영역까지 연장되

도록 패터닝된다.

그리고, 도3e에 도시한 바와같이 상기 소스 전극(208)과 드레인 전극(212)의 대향하여 이격된 영역에 노출된 오믹 

접촉층(234)을 블랭킷(blanket) 식각하여 반도체층(232)이 노출되도록 한다.

그리고, 도3f에 도시한 바와같이 상기 노출된 반도체층(132)을 포함하여 소스 전극(208), 드레인 전극(212), 스토리

지 전극(220) 및 데이터 배선(202) 등이 형성된 게이트 절연막(230)의 전면에 화학 기상 증착(chemical vapor depo

sition : CVD) 방식을 통해 SiNx 등과 같은 무기 절연막으로 이루어진 보호막(passivation layer, 238)을 증착한다. 

이때, 보호막(38)의 재료로는 액정 셀의 개구율을 향상시키기 위하여 최근에 BCB(benzocyclobutene), SOG(spin on

glass) 또는 Acryl 등의 유전율이 낮은 유기물질이 사용되고 있다.

그리고, 도3g에 도시한 바와같이 상기 보호막(238) 또는 보호막(238)과 게이트 절연막(230)을 제4마스크를 통해 선

택적으로 식각하여 상기 박막 트랜지스터 영역의 드레인 전극(212), 스토리지 커패시터 영역의 스토리지 전극(220), 

게이트 패드부의 게이트 배선(204) 및 데이터 패드부의 데이터 배선(202)의 일부를 노출시키는 드레인 콘택홀(216), 

스토리지 콘택홀(222), 게이트 패드 콘택홀(223) 및 데이터 패드 콘택홀(224)을 형성한다.

그리고, 도3h에 도시한 바와같이 상기 보호막(238) 상부에 투명 전극물질을 스퍼터링 증착한 다음 제5마스크를 통해

패터닝하여 상기 화소 영역의 보호막(238) 상부에 형성되며, 상기 박막 트랜지스터 영역의 드레인 콘택홀(216)을 통

해 드레인 전극(212)과 전기적으로 접속되고, 또한 상기 스토리지 커패시터 영역의 스토리지 콘택홀(222)을 통해 스

토리지 전극(220)과 전기적으로 접속되는 화소전극(214)과, 상기 게이트 패드부의 게이트 패드 콘택홀(223)을 통해 

게이트 배선(204)과 전기적으로 접속되는 게이트 패드전극(225)과, 상기 데이터 패드부의 데이터 패드 콘택홀(224)

을 통해 데이터 배선(202)과 전기적으로 접속되는 데이터 패드전극(226)을 형성한다.

상기한 바와같이 5개의 마스크를 적용하여 박막 트랜지스터 어레이 기판 상에 박막 트랜지스터, 스토리지 커패시터, 

게이트 패드부, 그리고 데이터 패드부를 형성하는 경우에는 박막 트랜지스터를 이루는 게이트 전극(210), 액티브층(2

36), 그리고 소스/드레인 전극(208,212)이 제1 내지 제3마스크에 의해 개별적으로 패터닝된다.

그러나, 5번의 사진식각(photolithography)에 요구되는 마스크 갯수나 감광성 막(photosensitive film) 등의 재료 소

모량이 많아져 제품의 원가가 상승하고, 박막 트랜지스터 어레이 기판의 제작에 소요되는 시간이 길어짐으로써, 제품

의 생산성이 저하됨에 따라 여타의 표시장치에 비해 경쟁력이 떨어질 수 밖에 없었다.

상기한 바와같은 문제를 감안하여 4개의 마스크를 적용하여 박막 트랜지스터 어레이 기판 상에 박막 트랜지스터, 스

토리지 커패시터, 게이트 패드부, 그리고 데이터 패드부를 형성하는 방법이 제안되었다.

즉, 4개의 마스크가 적용됨에 따라 감광성 막을 도포, 노광 및 현상하는 사진식각이 1번 줄어들게 되므로, 마스크 갯

수나 감광성 막 등의 재료 소모량이 줄어들고, 박막 트랜지스터 어레이 기판의 제작에 소요되는 시간을 줄일 수 있게 

된다.

상기 4개의 마스크를 적용하여 박막 트랜지스터 어레이 기판 상에 박막 트랜지스터, 스토리지 커패시터, 게이트 패드

부, 그리고 데이터 패드부를 형성하는 방법을 도4a 내지 도4j의 예시도에 도시한 순차적인 단면구성을 참조하여 상세

히 설명하면 다음과 같다.
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먼저, 도4a에 도시한 바와같이 박막 트랜지스터 영역, 화소 영역, 스토리지 커패시터 영역, 게이트 패드부 및 데이터 

패드부가 정의된 기판(300) 상에 금속물질을 스퍼터링 증착하고, 제1마스크를 통해 패터닝하여 상기 스토리지 커패

시터 영 역 및 게이트 패드부의 기판(300) 상부에 게이트 배선(304)을 형성하고, 또한 상기 박막 트랜지스터 영역의 

기판(300) 상부에 게이트 전극(310)을 형성한다.

그리고, 도4b에 도시한 바와같이 상기 게이트 배선(304)과 게이트 전극(310)이 형성된 기판(300) 상의 전면에 게이

트 절연막(330), 액티브층(336), 그리고 금속막(340)을 순차적으로 증착한다. 이때, 액티브층(336)은 비정질 실리콘 

재질의 반도체층(332)과 인이 고농도로 도핑된 비정질 실리콘 재질의 오믹 접촉층(334)이 적층되어 형성된다.

그리고, 도4c에 도시한 바와같이 상기 금속막(340) 상부에 감광성 수지 재질의 레지스트막(341)을 도포한 다음 상기 

박막 트랜지스터 영역의 게이트 전극(310)이 형성된 영역 상의 레지스트막(341)에 빛이 회절 입사되도록 제작된 제2

마스크를 통해 노광 및 현상하여 상기 박막 트랜지스터 영역, 스토리지 커패시터 영역 및 데이터 패드부 상에 선택적

으로 레지스트막(341)이 잔류하도록 패터닝한다.

상기 제2마스크에 의해 빛이 회절 입사된 레지스트막(341)의 영역은 다른 영역에 잔류하는 레지스트막(341)에 비해 

얇은 두께로 잔류하게 된다.

그리고, 도4d에 도시한 바와같이 상기 게이트 절연막(330)을 노출될때까지 상기 레지스트막(341)이 잔류하지 않는 

영역의 금속막(340)과 액티브층(336)을 식각하여 상기 스토리지 커패시터 영역에는 게이트 절연막(330)을 통해 게

이트 배선(304)과 오버-랩되는 스토리지 전극(320)을 형성하고, 상기 데이터 패드부에는 게이트 절연막(330) 상부에

데이터 배선(302)을 형성한다.

그리고, 도4e에 도시한 바와같이 상기 제2마스크에 의해 빛이 회절 입사되어 다른 영역에 잔류하는 레지스트막(341)

에 비해 두께가 얇은 레지스트막(341)이 선택적으로 제거될때까지 상기 잔류하는 레지스트막(341)을 점진적으로 제

거함으로써, 박막 트랜지스터 영역의 금속막(340)을 노출시킨다.

그리고, 도4f에 도시한 바와같이 상기 노출된 금속막(340)을 식각하여 오믹 접촉층(334)이 노출되도록 한 다음 잔류

하는 레지스트막(341)을 제거한다.

그리고, 도4g에 도시한 바와같이 상기 노출된 오믹 접촉층(334)을 블랭킷 식각하여 반도체층(332)을 노출시킴으로

써, 반도체층(332) 상부에서 대향하여 이격되는 소스 전극(308)과 드레인 전극(312)을 형성한다.

그리고, 도4h에 도시한 바와같이 상기 노출된 반도체층(332)을 포함하여 소스 전극(308), 드레인 전극(312), 스토리

지 전극(320) 및 데이터 배선(302) 등이 형성된 게이트 절연막(330)의 전면에 화학 기상 증착 방식을 통해 SiNx 등과

같은 무기 절연막 재질의 보호막(338)을 증착한다.

그리고, 도4i에 도시한 바와같이 상기 보호막(338) 또는 보호막(338)과 게이트 절연막(330)을 제3마스크를 통해 선

택적으로 식각하여 상기 박막 트랜지스터 영역의 드레인 전극(312), 스토리지 커패시터 영역의 스토리지 전극(320), 

게이트 패드부의 게이트 배선(304) 및 데이터 패드부의 데이터 배선(302)의 일부를 노출시키는 드레인 콘택홀(316), 

스토리지 콘택홀(322), 게이트 패드 콘택홀(323) 및 데이터 패드 콘택홀(324)을 형성한다.

그리고, 도4j에 도시한 바와같이 상기 보호막(338) 상부에 투명 전극물질을 스퍼터링 증착한 다음 제4마스크를 통해 

패터닝하여 상기 화소 영역의 보호막(338) 상부에 형성되며, 상기 박막 트랜지스터 영역의 드레인 콘택홀(316)을 통

해 드레인 전극(312)과 전기적으로 접속되고, 또한 상기 스토리지 커패시터 영역의 스토리지 콘택홀(322)을 통해 스

토리지 전극(320)과 전기적으로 접속되는 화소전극(314)과, 상기 게이트 패드부의 게이트 패드 콘택홀(323)을 통해 

게이트 배선(304)과 전기적으로 접속되는 게이트 패드전극(325)과, 상기 데이터 패드부의 데이터 패드 콘택홀(324)

을 통해 데이터 배선(302)과 전기적으로 접속되는 데이터 패드전극(326)을 형성한다.

상기한 바와같이 4개의 마스크를 적용하여 박막 트랜지스터 어레이 기판 상에 박막 트랜지스터, 스토리지 커패시터, 

게이트 패드부, 그리고 데이터 패드부를 형성하는 경우에는 박막 트랜지스터를 이루는 액티브층(336)과 소스/드레인 

전극(308,312)이 회절마스크인 제2마스크에 의해 동시에 패터닝된다.

따라서, 상기 스토리지 커패시터 영역의 스토리지 전극(320)은 게이트 절연막(330)과 액티브층(336)의 적층된 막을 

통해 게이트 배선(304)과 오버-랩되고, 데이터 패드부의 데이터 배선(302)은 게이트 절연막(330)과 액티브층(336)

의 적층된 막 상에 형성되며, 게이트 패드부의 게이트 배선(304)은 게이트 절연막(330)과 액티브층(336)의 적층막을 

식각하여 형성된 게이트 패드 콘택홀(323)을 통해 게이트 패드전극(325)에 전기적으로 접속된다.

상기한 바와같이 4개의 마스크를 적용하여 4번의 사진식각을 통해 박막 트랜지스터 어레이 기판을 제작함에 따라 5
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개의 마스크를 적용하는 것에 비해 마스크 갯수나 감광성 막 등의 재료 소모량을 줄일 수 있게 되어 제품의 원가를 절

감시키 고, 박막 트랜지스터 어레이 기판의 제작에 소요되는 시간을 단축시켜 제품의 생산성을 향상시킬 수 있게 됨

으로써, 시장 경쟁력을 향상시킬 수 있게 된다.

그런데, 상기 4개의 마스크 중에 1개의 마스크는 빛의 회절 현상을 이용하는 회절 마스크가 적용되는데, 이 회절 마스

크는 일반적인 마스크에 비해 2배 이상의 고가이다.

따라서, 제품의 원가를 보다 효과적으로 절감시키기 위해서는 상기 회절 마스크의 사용을 배제하면서 4개의 마스크를

적용한 박막 트랜지스터 어레이 기판의 제작이 절실히 요구되고 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기한 바와같은 종래의 요구사항을 감안하여 창안한 것으로, 본 발명의 목적은 회절 마스크의 사용을 배

제하면서 4개의 마스크를 적용하여 박막 트랜지스터 어레이 기판을 제작할 수 있는 액정 표시장치의 제조방법을 제

공하는데 있다.

발명의 구성 및 작용

상기한 바와같은 본 발명의 목적을 달성하기 위한 액정 표시장치의 제조방법에 대한 일 실시예는 기판 상에 게이트 

전극을 패터닝한 다음 게이트 절연막, 반도체층, 오믹접촉층, 금속층 및 간섭금속층을 순차적으로 형성하는 공정과; 

상기 금속층과 간섭금속층의 적층막이 오믹접촉층의 상부에서 대향하여 이격되도록 패터닝하는 공정과; 상기 금속층

과 간섭금속층의 적층막이 형성되지 않은 영역의 오믹접촉층과 반도체층을 식각하되, 상기 금속층과 간섭금속층이 

이격되는 영역의 오믹접 촉층과 반도체층을 선택적으로 잔류시키는 공정과; 상기 간섭금속층을 식각하고, 상기 적층

막이 대향하여 이격되는 영역의 오믹접촉층을 식각함으로써, 소스 전극과 드레인 전극을 형성하는 공정과; 상기 결과

물 상에 보호막을 형성한 다음 상기 드레인 전극의 일부를 노출시키는 드레인 콘택홀을 형성하는 공정과; 상기 보호

막 상부에 상기 드레인 콘택홀을 통해 드레인 전극과 전기적으로 접촉되는 화소전극을 패터닝하는 공정을 포함하여 

이루어지는 것을 특징으로 한다.

상기한 바와같은 본 발명에 의한 액정 표시장치의 제조방법을 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다.

도5a 내지 도5h는 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 표시장치의 제조방법을 순차적인 단면으로 보인 예시도이다.

먼저, 도5a에 도시한 바와같이 기판(400) 상에 금속물질을 스퍼터링 증착하고, 제1마스크(461)를 통해 패터닝하여 

게이트 전극(410)을 형성한다.

그리고, 도5b에 도시한 바와같이 상기 게이트 전극(410)이 패터닝된 기판(400) 상의 전면에 게이트 절연막(430), 액

티브층(436), 금속막(440) 및 간섭금속막(450)을 순차적으로 형성한다. 이때, 액티브층(436)은 비정질 실리콘 재질

의 반도체층(432)과 인이 고농도로 도핑된 비정질 실리콘 재질의 오믹 접촉층(434)이 적층되어 형성된다.

상기 금속막(440)은 박막 트랜지스터의 소스 전극과 드레인 전극에 통상적으로 적용되는 금속 재질을 1층 구조로 형

성하거나 또는 2층 이상의 적층 구조로 형성할 수 있으며, 예를 들어 본 발명의 일 실시예와 같이 크롬(Cr)이나 크롬 

합금 재질을 1층 구조로 적용할 수 있다.

또한, 상기 간섭금속막(450)은 로딩 효과(loading effect)에 의해 상기 액티브층(436)의 식각을 방해하는 금속재질로

예를 들어 몰리브덴(Mo) 재질로 형성하는 것이 바람직하다.

그리고, 도5c에 도시한 바와같이 상기 간섭금속막(450) 상부에 감광성 수지 재질의 레지스트막(441)을 도포한 다음 

제2마스크(462)를 통해 노광 및 현상하여 박막 트랜지스터 영역의 상기 간섭금속막(450) 상에 소정의 간격이 이격된

레지스트막(441)이 잔류하도록 패터닝한다.

그리고, 도5d에 도시한 바와같이 상기 레지스트막(441)이 잔류하지 않는 영역의 간섭금속막(450)과 금속막(440)을 

식각한 다음 잔류하는 레지스트막(441)을 제거한다. 따라서, 상기 박막 트랜지스터 영역의 금속막(440)과 간섭금속

막(450)의 적층막은 오믹 접촉층(434) 상에서 대향하여 일정하게 이격된다.

그리고, 도5e에 도시한 바와같이 상기 간섭금속막(450)과 금속막(440)이 형성되지 않은 영역의 오믹 접촉층(434)과 

반도체층(432)을 식각한다. 이때, 상기 박막 트랜지스터 영역의 금속막(440)과 간섭금속막(450)의 적층막이 대향하
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여 일정하게 이격되는 영역의 오믹 접촉층(434)은 몰리브덴(Mo) 재질의 간섭금속막(450)이 식각을 방해함에 따라 

해당 영역의 오믹 접촉층(434)과 반도체층(432)은 선택적으로 잔류한다.

상기 간섭금속막(450)이 오믹 접촉층(434)의 식각을 방해하도록 하기 위해서는 SF  6 : Cl  2 : H  2 or O  2 식각가스

를 5∼30% : 40∼90% : 5∼30%의 유량비로 적용하 는 것이 바람직하며, 예를 들어 SF  6 : Cl  2 : H  2 or O  2 식각

가스가 10∼100[SCCM] : 50∼500[SCCM] : 10∼100[SCCM]의 유량범위를 갖도록 한다. 한편, 본 발명의 발명자

들은 상기 SF  6 : Cl  2 : H  2 or O  2 식각가스의 유량을 30[SCCM] : 300[SCCM] : 30[SCCM]으로 적용하여 양호

한 결과를 얻을 수 있었다.

그리고, 도5f에 도시한 바와같이 상기 간섭금속막(450)을 선택적으로 식각하고, 상기 박막 트랜지스터 영역의 금속막

(440)이 대향하여 일정하게 이격되는 영역의 오믹 접촉층(434)을 선택적으로 식각하여 반도체층(432)이 노출되도록

함으로써, 금속막(440)이 박막 트랜지스터의 일정하게 대향하여 이격되는 소스 전극(408)과 드레인 전극(412)으로 

기능할 수 있도록 패터닝한다.

상기 간섭금속막(450)과 오믹 접촉층(434)의 식각은 식각 가스의 종류 및 식각 조건에 따라 동시에 진행할 수 있으며

, 신뢰성을 향상시키기 위하여 상기 간섭금속막(450)을 먼저 식각한 이후에 잔류하는 금속막(440)을 통해 블랭킷 식

각하여 오믹 접촉층(434)을 선택적으로 제거할 수도 있다.

그리고, 도5g에 도시한 바와같이 상기 노출된 반도체층(432)을 포함하여 소스 전극(408)과 드레인 전극(412) 등이 

형성된 게이트 절연막(430) 상의 전면에 보호막(438)을 형성하고, 제3마스크(463)를 통해 패터닝하여 상기 드레인 

전극(412)의 일부를 노출시키는 드레인 콘택홀(416)을 형성한다. 이때, 보호막(438)은 SiNx 재질의 무기 절연막을 

적용할 수도 있으나, 무기 절연막에 비해 단차에 대한 스텝-커버리지(step coverage) 특성이 우수하고, 고개구율에 

적합한 BCB, SOG 또는 Acryl 등의 유기 절연막을 적용하는 것이 바람직하다.

그리고, 도5h에 도시한 바와같이 상기 보호막(438) 상부에 투명 전극물질을 스퍼터링 증착한 다음 제4마스크(464)를

통해 패터닝함으로써, 드레인 콘택홀(416)을 통해 드레인 전극(412)과 전기적으로 접속되어, 보호막(438) 상부로 연

장되는 화소전극(414)을 형성한다.

상기한 바와같이 본 발명에 의한 액정 표시장치의 제조방법은 몰리브덴(Mo) 재질의 간섭금속막(450)이 인(P)이 고농

도로 도핑된 비정질 실리콘 재질의 오믹 접촉층(434)의 식각을 방해하도록 함으로써, 기판(400) 상의 박막 트랜지스

터 영역에 형성된 액티브층(436)의 식각과 박막 트랜지스터 영역을 제외한 영역에 형성된 액티브층(436)의 식각이 

선택적으로 진행될 수 있도록 하여 종래와 같이 고가의 회절 마스크를 적용하지 않고도 4개의 마스크를 적용하여 액

정 표시장치의 박막 트랜지스터 어레이 기판을 제조할 수 있게 된다.

한편, 도5a 내지 도5h에 도시된 바에 따르면, 4개의 마스크를 적용하여 박막 트랜지스터 기판 상에 박막 트랜지스터 

영역이 형성되는 과정을 순차적인 단면으로 나타냈지만, 도6a 내지 도6h는 박막 트랜지스터 어레이 기판 상에 박막 

트랜지스터 영역 뿐만 아니라 화소 영역, 커패시터 영역, 게이트 패드부 및 데이터 패드부가 형성되는 과정을 순차적

인 단면으로 도시되어 있으며, 이를 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다.

먼저, 도6a에 도시한 바와같이 박막 트랜지스터 영역, 화소 영역, 스토리지 커패시터 영역, 게이트 패드부 및 데이터 

패드부가 정의된 기판(400) 상에 금속물 질을 스퍼터링 증착하고, 제1마스크(461)를 통해 패터닝하여 상기 스토리지

커패시터 영역 및 게이트 패드부의 기판(400) 상부에 게이트 배선(404)을 형성하고, 또한 상기 박막 트랜지스터 영역

의 기판(400) 상부에 게이트 전극(410)을 형성한다.

그리고, 도6b에 도시한 바와같이 상기 게이트 배선(404)과 게이트 전극(410)이 형성된 기판(400) 상의 전면에 게이

트 절연막(430), 액티브층(436), 금속막(440) 및 간섭금속막(450)을 순차적으로 형성한다. 이때, 액티브층(436)은 비

정질 실리콘 재질의 반도체층(432)과 인이 고농도로 도핑된 비정질 실리콘 재질의 오믹 접촉층(434)이 적층되어 형

성된다.

상기 금속막(440)은 액정 표시장치의 데이터 배선, 박막 트랜지스터의 소스 전극과 드레인 전극 및 스토리지 커패시

터의 스토리지 전극에 통상적으로 적용되는 금속 재질을 1층 구조로 형성하거나 또는 2층 이상의 적층 구조로 형성할

수 있으며, 예를 들어 본 발명의 일 실시예와 같이 1층 구조의 크롬(Cr)이나 크롬 합금 재질을 적용할 수 있다.

또한, 상기 간섭금속막(450)은 로딩 효과(loading effect)에 의해 상기 액티브층(436)의 식각을 방해하는 금속재질로

예를 들어 몰리브덴(Mo) 재질로 형성하는 것이 바람직하다.

그리고, 도6c에 도시한 바와같이 상기 간섭금속막(450) 상부에 감광성 수지 재질의 레지스트막(441)을 도포한 다음 

제2마스크(462)를 통해 노광 및 현상하여 박막 트랜지스터 영역의 상기 간섭금속막(450) 상에 소정의 간격이 이격된
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레지스트막(441)이 잔류하고, 상기 스토리지 커패시터 영역 및 데이터 패드부 상에도 레 지스트막(441)이 잔류하도

록 패터닝한다.

그리고, 도6d에 도시한 바와같이 상기 게이트 절연막(430)이 노출될때까지 레지스트막(441)이 잔류하지 않는 영역의

금속막(440)과 간섭금속막(450)을 식각한 다음 잔류하는 레지스트막(441)을 제거한다. 따라서, 상기 스토리지 커패

시터 영역에는 게이트 절연막(430)과 액티브층(436)을 통해 게이트 배선(404)과 오버-랩되는 스토리지 전극(420)이

형성되고, 상기 데이터 패드부에는 액티브층(436) 상부에 데이터 배선(402)이 형성되며, 상기 박막 트랜지스터 영역

의 금속막(440)과 간섭금속막(450)의 적층막은 오믹 접촉층(434) 상에서 대향하여 일정하게 이격된다.

그리고, 도6e에 도시한 바와같이 상기 간섭금속막(450)과 금속막(440)이 형성되지 않은 영역의 오믹 접촉층(434)과 

반도체층(432)을 식각한다. 이때, 상기 박막 트랜지스터 영역의 금속막(440)과 간섭금속막(450)의 적층막이 대향하

여 일정하게 이격되는 영역의 오믹 접촉층(434)은 몰리브덴(Mo) 재질의 간섭금속막(450)이 식각을 방해함에 따라 

해당 영역의 오믹 접촉층(434)과 반도체층(432)은 선택적으로 잔류한다.

상기 간섭금속막(450)이 오믹 접촉층(434)의 식각을 방해하도록 하기 위해서는 SF  6 : Cl  2 : H  2 or O  2 식각가스

를 5∼30% : 40∼90% : 5∼30%의 유량비로 적용하는 것이 바람직하며, 예를 들어 SF  6 : Cl  2 : H  2 or O  2 식각

가스가 10∼100[SCCM] : 50∼500[SCCM] : 10∼100[SCCM]의 유량범위를 갖도록 한다. 한편, 본 발명의 발명자

들은 상기 SF  6 : Cl  2 : H  2 or O  2 식각가스의 유량을 30[SCCM] : 300[SCCM] : 30[SCCM]으로 적용하여 양호

한 결과를 얻을 수 있었다.

한편, 상기 박막 트랜지스터 영역의 금속막(440)과 간섭금속막(450)의 적층막이 대향하여 일정하게 이격되는 영역을

제외한 영역에서는 오믹 접촉층(434)과 반도체층(432)이 간섭금속막(450)에 의해 영향을 받지 않는다.

상기한 바와같이 간섭금속막(450)이 박막 트랜지스터 영역의 금속막(440)과 간섭금속막(450)이 대향하여 일정하게 

이격되는 영역에서만 오믹 접촉층(434)의 식각을 방해하는 이유는 박막 트랜지스터 영역의 금속막(440)과 간섭금속

막(450)이 대향하여 일정하게 이격되는 영역은 후속 공정에 의해 박막 트랜지스터의 채널 영역으로 정의되며, 다른 

영역에 비해 오믹 접촉층(434)의 노출되는 영역이 극히 미세하기 때문이다.

즉, 상기 박막 트랜지스터 영역의 금속막(440)과 간섭금속막(450)이 대향하여 일정하게 이격되는 영역을 제외한 영

역(예를 들어, 게이트 패드부)은 오믹 접촉층(434)의 노출되는 영역이 넓기 때문에 간섭금속막(450)과 인접한 영역이

식각에 방해를 받더라도, 간섭금속막(450)에서 소정의 거리만큼 이격되어 있는 영역은 간섭금속막(450)에 영향을 받

지 않고 식각이 진행된다.

그리고, 도6f에 도시한 바와같이 상기 간섭금속막(450)을 선택적으로 식각하고, 상기 박막 트랜지스터 영역의 금속막

(440)이 대향하여 일정하게 이격되는 영역의 오믹 접촉층(434)을 선택적으로 식각하여 반도체층(432)이 노출되도록

함으로써, 금속막(440)이 박막 트랜지스터의 일정하게 대향하여 이격되는 소스 전극(408)과 드레인 전극(412)으로 

기능할 수 있도록 패터닝한다.

상기 간섭금속막(450)과 오믹 접촉층(434)의 식각은 식각 가스의 종류 및 식각 조건에 따라 동시에 진행할 수 있으며

, 신뢰성을 향상시키기 위하여 상기 간섭금속막(450)을 먼저 식각한 이후에 잔류하는 금속막(440)을 통해 블랭킷 식

각하여 오믹 접촉층(434)을 선택적으로 제거할 수도 있다.

그리고, 도6g에 도시한 바와같이 상기 노출된 반도체층(432)을 포함하여 소스 전극(408), 드레인 전극(412), 스토리

지 전극(420) 및 데이터 배선(402) 등이 형성된 게이트 절연막(330) 상의 전면에 보호막(438)을 형성하고, 그 보호막

(438) 또는 보호막(438)과 게이트 절연막(430)을 제3마스크(463)를 통해 선택적으로 식각하여 상기 박막 트랜지스

터 영역의 드레인 전극(412), 스토리지 커패시터 영역의 스토리지 전극(420), 게이트 패드부의 게이트 배선(404) 및 

데이터 패드부의 데이터 배선(402)의 일부를 노출시키는 드레인 콘택홀(416), 스토리지 콘택홀(422), 게이트 패드 콘

택홀(423) 및 데이터 패드 콘택홀(424)을 형성한다. 이때, 보호막(438)은 SiNx 재질의 무기 절연막을 적용할 수도 있

으나, 무기 절연막에 비해 단차에 대한 스텝-커버리지(step coverage) 특성이 우수하고, 고개구율에 적합한 BCB, S

OG 또는 Acryl 등의 유기 절연막을 적용하는 것이 바람직하다.

그리고, 도6h에 도시한 바와같이 상기 보호막(438) 상부에 투명 전극물질을 스퍼터링 증착한 다음 제4마스크(464)를

통해 패터닝하여 상기 화소 영역의 보호막(438) 상부에 형성되며, 상기 박막 트랜지스터 영역의 드레인 콘택홀(416)

을 통해 드레인 전극(412)과 전기적으로 접속되고, 또한 상기 스토리지 커패시터 영역의 스토리지 콘택홀(422)을 통

해 스토리지 전극(420)과 전기적으로 접속되는 화소 전극(414)과, 상기 게이트 패드부의 게이트 패드 콘택홀(423)을 

통해 게이트 배선(404)과 전기적으로 접속되는 게이트 패드전극(425)과, 상기 데이터 패드부의 데이터 패드 콘택홀(

424)을 통해 데이터 배선(402)과 전기적으로 접속되는 데이터 패드전극(426)을 형성한다.
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상기한 바와같이 본 발명에 의한 액정 표시장치의 제조방법은 상기 간섭금속막(450)이 박막 트랜지스터 영역의 채널

영역과 같이 오믹 접촉층(434)의 노출되는 영역이 미세한 영역에서는 오믹 접촉층(434)의 식각을 방해하고, 게이트 

패드부와 같이 오믹 접촉층(434)의 노출되는 영역이 넓은 영역에서는 정상적으로 식각이 이루어질 수 있도록 함으로

써, 기판(400) 상의 박막 트랜지스터 영역에 형성된 액티브층(436)의 식각과 박막 트랜지스터 영역을 제외한 영역에 

형성된 액티브층(436)의 식각이 선택적으로 진행될 수 있도록 하여 종래와 같이 고가의 회절 마스크를 적용하지 않고

도 4개의 마스크를 적용하여 액정 표시장치의 박막 트랜지스터 어레이 기판을 제조할 수 있게 된다.

발명의 효과

상술한 바와같이 본 발명에 의한 액정 표시장치의 제조방법은 간섭금속막이 박막 트랜지스터의 채널영역과 같이 오

믹 접촉층의 노출이 미세한 패턴에서는 오믹 접촉층의 식각을 방해하고, 게이트 패드부와 같이 오믹 접촉층의 노출이

넓은 패턴에서는 정상적으로 식각이 이루어 질 수 있도록 함으로써, 박막 트랜지스터 영역에 형성된 액티브층의 식각

과 박막 트랜지스터 영역을 제외한 영역에 형성된 액티브층의 식각이 선택적으로 진행될 수 있도록 하여 종래와 같이

고가의 회절 마스크를 적용하지 않고도 4개의 마스크를 적용하여 액정 표시장치의 박막 트랜지스터 어레이 기판을 

제조할 수 있게 된다.

따라서, 본 발명에 의한 액정 표시장치의 제조방법은 종래의 회절 마스크를 적용한 제조방법에 비해 마스크 비용을 

절감시키고, 기판의 제작에 소요되는 시간을 단축시켜 제품의 생산성을 향상시킬 수 있게 됨으로써, 시장 경쟁력을 

향상시킬 수 있는 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
기판 상에 게이트 전극을 패터닝한 다음 게이트 절연막, 반도체층, 오믹접촉층, 금속층 및 간섭금속층을 순차적으로 

형성하는 공정과; 상기 금속층과 간섭금속층의 적층막이 오믹접촉층의 상부에서 대향하여 이격되도록 패터닝하는 공

정과; 상기 금속층과 간섭금속층의 적층막이 형성되지 않은 영역의 오믹접촉층과 반도체층을 식각하되, 상기 금속층

과 간섭금속층이 이격되는 영역의 오믹접촉층과 반도체층을 선택적으로 잔류시키는 공정과; 상기 간섭금속층을 식각

하고, 상기 적층막이 대향하여 이격되는 영역의 오믹접촉층을 식각함으로써, 소스 전극과 드레인 전극을 형성하는 공

정과; 상기 결과물 상에 보호막을 형성한 다음 상기 드레인 전극의 일부를 노출시키는 드레인 콘택홀을 형성하는 공

정과; 상기 보호막 상부에 상기 드레인 콘택홀을 통해 드레인 전극과 전기적으로 접촉되는 화소전극을 패터닝하는 공

정을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 액정 표시장치의 제조방법.

청구항 2.
박막 트랜지스터 영역, 화소 영역, 스토리지 커패시터 영역, 게이트 패드부 및 데이터 패드부가 정의된 기판 상에 금

속물질을 형성한 다음 제1마스크를 통해 패터닝하여 상기 스토리지 커패시터 영역 및 게이트 패드부의 기판 상부에 

게이트 배선을 형성하고, 또한 상기 박막 트랜지스터 영역의 기판 상부에 게이트 전극을 형성하는 공정과; 상기 게이

트 배선과 게이트 전극이 형성된 기판 상의 전면에 게이트 절연막, 반도체층, 오믹접촉층, 금속층 및 간섭금속층을 순

차적으로 형성하는 공정과; 상기 금속층과 간섭금속층의 적층막이 상기 스토리지 커패시터 영역에서는 게이트 배선

과 오버-랩되어 잔류하고, 상기 데이터 패드부에서는 반도체층과 오믹접촉층 상부에 잔류하며, 상기 박막 트랜지스터

영역에서는 오믹접촉층 상부에 대향하여 일정하게 이격되도록 제2마스크를 통해 패터닝하는 공정과; 상기 적층막이 

형성되지 않은 영역의 오믹접촉층과 반도체층을 식각하되, 상기 박막 트랜지스터 영역에서 적층막이 이격되는 영역의

오믹접촉층과 반도체층을 선택적으로 잔류시키는 공정과; 상기 간섭금속층을 식각하고, 상기 박막 트랜지스터 영역

에서 적층막이 이격되는 영역의 오믹접촉층을 식각함으로써, 상기 스토리지 커패시터 영역에서 게이트 배선과 오버-

랩되는 스토리지 전극을 형성하고, 상기 데이터 패드부에서 반도체층과 오믹접촉층 상부에 잔류하는 데이터 배선을 

형성하며, 상기 박막 트랜지스터 영역에서 소스 전극과 드레인 전극을 형성하는 공정과; 상기 스토리지 전극, 데이터 

배선 및 소스 전극과 드레인 전극이 형성된 게이트 절연막 상의 전면에 보호막을 형성한 다음 제3마스크를 통해 보호

막을 식각하여 상기 스토리지 전극의 일부를 노출시키는 스토리지 콘택홀, 게이트 배선의 일부를 노출시키는 게이트 

패드 콘택홀, 데이터 배선의 일부를 노출시키는 데이터 패드 콘택홀 및 드레인 전극의 일부를 노출시키는 드레인 콘

택홀을 형성하는 공정과; 상기 보호막 상부에 투명 전극물질을 형성한 다음 제4마스크를 통해 패터닝하여 상기 화소 

영역의 보호막 상부에 형성되며, 상기 드레인 콘택홀을 통해 드레인 전극과 전기적으로 접속되고, 또한 상기 스토리지

콘택홀을 통해 스토리지 전극과 전기적으로 접속되는 화소전극과, 상기 게이트 패드 콘택홀을 통해 게이트 배선과 전

기적으로 접속되는 게이트 패드 전극과, 상기 데이터 패드 콘택홀을 통해 데이터 배선과 전기적으로 접속되는 데이터

패드 콘택홀을 형성하는 공정을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 액정 표시장치의 제조방법.

청구항 3.
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제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 금속층은 박막 트랜지스터의 소스 전극과 드레인 전극에 통상적으로 적용되는 

금속 재질을 1층 구조로 형성하거나 또는 2층 이상의 적층 구조로 형성하는 것을 특징으로 하는 액정 표시장치의 제

조방법.

청구항 4.
제 1 항 내지 제 3 항의 어느 한 항에 있어서, 상기 금속층은 크롬(Cr)이나 크롬 합금 재질로 형성하는 것을 특징으로 

하는 액정 표시장치의 제조방법.

청구항 5.
제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 간섭금속층은 로딩 효과(loading effect)에 의해 상기 오믹접촉층의 식각을 방해

하는 금속재질로 형성하는 것을 특징으로 하는 액정 표시장치의 제조방법.

청구항 6.
제 1 항, 제 2 항 및 제 5 항의 어느 한 항에 있어서, 상기 간섭금속층은 몰리브덴(Mo) 재질로 형성하는 것을 특징으로

하는 액정 표시장치의 제조방법.

청구항 7.
제 1 항, 제 2 항 및 제 5 항의 어느 한 항에 있어서, 상기 오믹접촉층은 인(P)이 고농도로 도핑된 비정질 실리콘 재질

로 형성하는 것을 특징으로 하는 액정 표시장치의 제조방법.

청구항 8.
제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 금속층과 간섭금속층의 적층막이 형성되지 않은 영역의 오믹접촉층과 반도체층

을 식각하되, 박막 트랜지스터 영역에서 적층막이 이격되는 영역의 오믹접촉층과 반도체층을 선택적으로 잔류시키기

위한 식각 공정은 SF  6 : Cl  2 : H  2 or O  2 식각가스를 5∼30% : 40∼90% : 5∼30%의 유량비로 적용하는 것을 특

징으로 하는 액정 표시장치의 제조방법.

청구항 9.
제 1 항, 제 2 항 및 제 8 항의 어느 한 항에 있어서, 상기 금속층과 간섭금속층의 적층막이 형성되지 않은 영역의 오

믹접촉층과 반도체층을 식각하되, 박막 트랜지스터 영역에서 적층막이 이격되는 영역의 오믹접촉층과 반도체층을 선

택적으로 잔류시키기 위한 식각 공정은 SF  6 : Cl  2 : H  2 or O  2 식각가스를 10∼100[SCCM] : 50∼500[SCCM] 

: 10∼100[SCCM]의 유량범위로 적용하는 것을 특징으로 하는 액정 표시장치의 제조방법.

청구항 10.
제 1 항, 제 2 항, 제 8 항 및 제 9 항의 어느 한 항에 있어서, 상기 금속층과 간섭금속층의 적층막이 형성되지 않은 영

역의 오믹접촉층과 반도체층을 식각하되, 박막 트랜지스터 영역에서 적층막이 이격되는 영역의 오믹접촉층과 반도체

층을 선택적으로 잔류시키기 위한 식각 공정은 SF  6 : Cl  2 : H  2 or O  2 식각가스를 30[SCCM] : 300[SCCM] : 3

0[SCCM]의 유량으로 적용하는 것을 특징으로 하는 액정 표시장치의 제조방법.

청구항 11.
제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 간섭금속막과 오믹접촉층의 식각은 동시에 진행되는 것을 특징으로 하는 액정 

표시장치의 제조방법.

청구항 12.
제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 간섭금속막과 오믹접촉층의 식각은 상기 간섭금속막을 먼저 식각한 이후에 잔류

하는 금속막을 통해 블랭킷 식각하여 오믹접촉층을 선택적으로 제거하는 것을 특징으로 하는 액정 표시장치의 제조

방법.

청구항 13.
제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 보호막은 BCB(benzocyclobutene), SOG(spin on glass) 또는 Acryl 등의 유기

절연막 재질로 형성하는 것을 특징으로 하는 액정 표시장치의 제조방법.
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摘要(译)

目的：提供一种制造液晶显示器的方法，以使用四个掩模制造薄膜晶体
管阵列基板，而不使用衍射掩模。组成：在基板（400）上形成栅电极
（410），并在基板上依次形成栅极绝缘层（430），有源层（436），
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